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Все реализованные в настоящее время квантово-

каскадные лазеры (ККЛ) ТГц диапазона созданы 
преимущественно на основе каскадных структур GaAs/AlGaAs 
[1], что в принципе не позволяет таким приборам работать в 
спектральной области 30–60 мкм и вблизи нее из-за сильного 
поглощения на оптических фононах в полярном материале. 
Одним из перспективных подходов к преодолению этого 
ограничения считается создание ККЛ на основе неполярных 
материалов – гетероструктур на основе Ge/SiGeSn [2]. 

В настоящей работе для квантово-каскадных структур на 
основе прямозонных Ge/GezSixSny проведены 
самосогласованные расчеты энергетического характеристик, 
спектров усиления и люминесценции. Предложен дизайн 
квантово-каскадной структуры с металлическим волноводом и 
активной областью на основе последовательности квантовых ям 
Ge и барьерных слоев Ge0.49Si0.4Sn0.11, излучающей в области 
5.6 ТГц (53.5 мкм). 
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